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Diplomova prace: , CHARAKTERIZACE VLIVU EPITAXNI Si DESKY NA
PARAMETRY 1200 V FRD SOUCASTEK“ vypracovana Hanou Karnkovou se se zabyva

analyzou vlivu parametri 2. epitaxni vrstvy (tloustky a elektrického odporu) na statické

elektrické parametry soucastek na Si deskach pro vysoké napéti (1200 V) uréenych pro rychlé
spinani (tzv. Fast Recovery Diode, FRD).

Cilem prace bylo ovéiit, zda zména tloustky a el. odporu na navrzené hodnoty povede ke
zmeénam statickych parametru soucastek, piipadné zvySeni jejich vyté€znosti.

Byly piipraveny 3 sady vzorka diod (oznaceny jako DP31, DG25, DP34) o 25 Si deskach.
Kazda sada pfedstavovala jiny konkrétni vyrobek ze skupiny 1200 V FRD soucastek. Na
vytvofenych diodach byly méreny statické elektrické parametry a jejich teplotni zavislost.
Pomoci korelaéni analyzy byl analyzovan vliv tloustky a el. odporu na parametry soucastek.
Zhodnoceni zmény parametri epitaxni vrstvy bylo provedeno pomoci vyt€Zznosti a indexu
zpusobilosti procesu cpk.

V uvodni ¢asti autorka piedstavuje nezbytné a velmi cenné teoretické i1 technologické
informace k pochopeni dalSiho textu. Zabyvala se vlastnostmi kfemiku, vyrobou ¢ipu,
epitaxnim technologiim i diodam s rychlou obnovou (FRD).

Diplomova prace byla zaméfena na vliv parametrii 2. epitaxni vrstvy, konkrétné tloustky
(THK) a elektrického odporu (RES), na statické elektrické parametry a vytéZznost 1200 V
FRD soucastek. Pro ucely analyzy byly pfipraveny 3 sady ruznych vzorki, které byly
rozdéleny do 6 skupin liSicich se parametry 2. epitaxni vrstvy THK a RES. Cilem bylo ovéfit,
zda zména specifikace (konkrétni hodnoty THK a RES) ze skupiny CP (Centre point) na X
(skupina oznacujici rozdéleni na 2. epitaxni vrstvé podle jejich parametri, ktera odpovida
konkrétni specifikaci odlisné od CP povede k optimalizaci statickych el. parametri a ke
zvySeni vytéZnosti FRD soucastek.

Z. vysledku méfeni statickych el. parametra vyplyva, Ze vysoka hodnota THK 2. epitaxni
vrstvy je vhodna. U skupin s vysokymi hodnotami THK (split LL a LH — mal4d hodnota
tloustky, nizky a vysoky el. odpor) Si desky vykazovaly podstatné vétsi vyt€Zznost (primérna
hodnota ~82,5 %, median ~99,07 %). Vysoka hodnota THK vSak méla negativni vliv na
parametr V¢ (propustné napéti), jehoz hodnoty se, zejména u sady DP34, pohybovaly na

hranici dolniho specifikaéniho limitu.



Z porovnani hodnot parametri pro skupiny CP a X vyplyva, Ze THK skupiny X je vhodné;si
pro vSechny méfené parametry. Hodnoty parametru Vr pro split CP (~1264,70 V) se
pohybovaly pfili§ blizko limitu LSL (1220 V). Pii zvySeni THK u SiD skupiny X doslo k
narustu hodnot parametru Vr o0 ~1,2 % (primérna hodnota ~1280,09V), coz je zadouci posun
smérem k vétsi spolehlivosti soucastky.

Teplotni charakterizace byla zaméfena na chovani parametri v méfenych teplotach, zejména
poté na porovnani hodnot pro split CP a X. Teplotni zavislost vSech mé&fenych parametri pii
teplotéchJ 25 °C a 125 °C odpovidala teoretickym piedpokladim — s rostouci hodnotou teploty
doslo k linearnimu nartstu hodnot Vr a Ir, zatimco hodnoty Vr v absolutni hodnoté€ klesaly.
Pii obhajobé diplomové prace prosim, aby se autorka diplomové prace vyjadril
k nasledujicimu:

1)Vysvétlete vznik a strukturu p-n pfechodu u Si.

2)Vysvétlete, jaké epitaxni defekty se mohou pii vyrobé FRD diod vyskytovat a jaké mohou
mit disledky pro funkcionalitu vyrobené diody.

Porovnanim vysledki prace sjejim zadanim lze konstatovat, Ze cile této prace byly
jednozna¢né splnény. Préace je velice peclivé napsana, v tradi€nim ¢lenéni, se zanedbatelnym
po¢tem pieklepu.

Autorka diplomové prace pracovala na tématu, které neni jednoduché a piineslo fadu uskali,
které autorka zvladla. Autorka prokazala pti feSeni diplomové prace schopnost samostatné
védecké prace a iniciativu v ziskavani novych poznatki.

Je tfeba vyzvednout fakt, Ze epitaxe je standardni soucasti vyrobniho procesu Cipu a
diplomova prace ma tak vyrazny piinos a piesah pro aplikaci. Diplomova prace byla

vytvoiena za podpory spole¢nosti onsemi, s.r.0. v RoZnové pod RadhoStém.

Diplomovou praci a jeji zpracovani hodnotim znamkou »A“ (vyborné).
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